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１．概要（Summary ） 

 インクジェットヘッド、ジャイロセンサなどPb(Zr,Ti)O3（以

下、PZT）薄膜を用いた圧電MEMSデバイスが実用化さ

れているが、デバイスのさらなる小型化には高い圧電定

数を有する材料として PZT に第三元素である Nb をドー

プした Pb(Zr,Ti,Nb)O3（以下、PZTN）が有望である。本

研究では、スパッタリング法にて PZTN 薄膜を形成し、そ

の薄膜の諸特性について調べた。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 RFマグネトロンスパッタ装置（ANELVA社製EB1100） 

・実験方法  

 モルフォトロピック相境界付近の PZT に 12 mol% の

Nb をドープしたスパッタリングターゲットを製作し、

Pt/Ti/SOI基板上に膜厚１ μmのPZTN薄膜を形成した。

形成したPZTN薄膜の評価として、SEMによる断面構造

の観察、Ｘ線回折による結晶構造及び配向性を確認した。

また、強誘電特性の評価として P-E ヒステリシスループの

測定を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 作製した PZTN薄膜の断面 SEMを Fig. 1に示す。得

られた膜は柱状構造であり、空隙のない緻密な膜である

ことを観察した。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｘ線回折測定結果を Fig. 2に示す。回折ピークから結

晶構造はぺロブスカイト単構造が得られており、配向性は

(101)/(110)を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

作製した膜上に上部電極を形成し、P-Eヒステリシスルー

プ測定を行った結果を Fig. 3に示す。負電圧側へのシフ

トを確認した。このシフトは既往の研究から、Nb がドーパ

ントして有効に作用していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究にて、Si 基板への PZTN 薄膜の作製、及びそ

の諸特性の評価を行い、Nb ドープ PZTの特徴を示す薄

膜が得られていることが分かった。 

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究での薄膜評価は大阪府立大学大学院 工学研

究科 物質･化学系専攻 化学工学分野 材料プロセス工

学グループ 齊藤 丈靖 准教授の支援を受けた。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

Fig.1 SEM image of PZTN cross-section. 

Fig. 2 XRD pattern of PZTN film. 
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Fig. 3 P-E hysteresis. 



６．関連特許（Patent） 

 なし。 


